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Abstract of EP0786801 

Transferring a thin layer (1 12) from an initial 
substrate to a final substrate (1 32) by means of a 
manipulation substrate (120) involves (a) 
connecting the free surface of the thin layer to an 
upper layer of the manipulation substrate (120), 
the upper layer being joined to the body of the 
manipulation substrate by a cleavage zone; (b) 
removing the initial substrate; (c) connecting the 
exposed face (1 14) of the thin layer (1 1 2) to a 
face (134) of the final substrate (132) and, (d) 
cleaving the manipulation substrate (120) along 
the cleavage zone. Preferably, the upper layer of 
the manipulation substrate is subsequently 
removed from the thin layer surface. 
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Description 

Domaine technique 

[0001] La pr^sente invention se rapporte d un proc^ 5 
de de transferl d'une couche mince d'un substrat initial 
sur un substrat final. 

[0002] On entend par couche mince une couche dont 
i'^paisseur est de I'ordre de quelques micrometres et 
dont le diam^tre, ou une autre dimension, peut atteindre io 
100 mm ou plus. 

[00 03] Le transfert de couches minces trouve des ap- 
plications en particulier dans la realisation dedispositifs 
de micro6lectronique. 

[0004] Le precede peut etre utilise, par exemple, pour i5 
transferer des couches minces de semi conducteur mo- 
nocristallin, comportant des circuits eiectroniques, sur 
une plaque de verre telle qu'une plaque d*un ecran d'af- 
fichage plat ^ matrice active. 

[0005] Une autre application du transfert de couches 20 
minces peut etre la fabrication de structures tridimen- 
sionnelles de circuits inlegres. 

Etats de la technique anterieure 

25 

[0006] Une couche mince, au sens de la presente in- 
vention ne peut, en raison de ses dimensions et de sa 
trop grande fragilite etre transportee telle quelle. 
[0007] Aussi, pour transporter la couche. et en parti- 
culier la transferer d'un substrat initial § un substrat final. 3o 
il faut la rendre solidaire d'un substrat de transfert qui 
presente une epaisseur de plusieurs cenlaines de mi- 
crons. 

[0008] Un tel substrat permet abrs de manipuler la 
couche mince, ti joue en quelque sorte le role d'une "poi- 35 
gnee" et sera designe dans la suite du texte par "subs- 
trat poignee". 

[0009] Les figures 1 a 5 illustrent un precede connu 
de transfert d*une couche mince d'un substrat initial a 
un substrat final sans retournement de la couche mince. 40 
[0010] La figure 1 montre le substrat initial 10 et la 
couche mince 12. 

[001 1] La couche mince dans laquelle on a fabrique. 
par exemple des circuits eiectroniques. est solidaire du 
substrat ID par une premiere face 14. Une deuxieme 45 
face 16 de la couche mince 12, opposee a la prenrjiere 
face 14, est libre. 

[0012] Un substrat poignee 20 est colie sur la deuxie- 
me face 16 de la couche mince pour obtenir la structure 
de la figure 2. so 
[0013] Les figures 3 et 4 montrent successivement 
reiimination du substrat initial 10 et le collage de la pre- 
miere face de la couche mince 12 sur une face 30 d'un 
substrat final 32. 

[0014] Le substrat initial est eiimine, par exemple, par 55 

abrasion mecanique. 

[0015] Enfin, une demiere etape du precede connu, 
representee d la figure 5. consiste ^ eiiminer le substrat 



poignee. 

[0016] Le substrat poignee est totalement deiruit par 
abrasion mecanique ou par attaque chimique. II peut 
egalement etre eiimine par combinaison de ces deux 
moyens. On obtient la structure de la figure 5 avec le 
substrat final 32 et la couche mince 12. 
[0017] Au sujet de ce precede et de reiimination du 
substrat poignee on peut se reporter, par exemple. au 
document (1) dont la reference est indlqu6e ^ la fin de 
la presente description. 

[0018] Le precede decrit ci-dessus presente cepen* 
dant un certain nombre de limitations. 
[001 9] En effet, Tabraslon mecanique du substrat poi- 
gnee, dont repaisseur peut etre de Tordre de 500 jim ou 
plus, necessite souvent plusieurs heures de traitement. 
Or, un tel traitement est susceptible d'endommager la 
couche mince et/ou les circuits qui y sent realises. 
[0020] Par ailleurs, le substrat poignee est detruit lors 
de son elimination. II ne peut done pas etre reutilise pour 
une autre operation de transferl. 
[0021] Un but de la presente invention est de propo- 
ser un precede de transferl sans retournement d'une 
couche mince, d I'aide d'un substrat poignee dans le- 
quel le substrat poignee n'est pas detruit. mais peut etre 
reutilise. 

[0022] Un autre but de la presente invention est de 
proposer un precede de transfert d'une couche mince 
dans lequel la couche mince ne subit pas de contrainte 
importante lors de reiimination du support poignee. 
[0023] Un autre precede connu pour transferer une 
couche mince d'un sut>stral initial a un substrat final est 
illustre par le document (4) ci-dessous. 

Expose de I'invention 

[0024] Pour atteindre les buts mentionnes, I'invention 
a plus specialement pour objet un precede de transfert 
d'une couche mince d'un substrat initial sur un substrat 
final par fintennediaire d'un substrat dit substrat poi- 
gnee, la couche mince presentant une premiere face so- 
lidaire du substrat initial et une deuxieme face, opposee, 
libre. Le procede comporte les etapes successives in- 
diquees dans la reyendication 1. 
[0025] La couche mince peut contenir des elements 
actifs. Dans ce cas. cette couche est en materiau semi- 
conducteur et les elements actifs sont realises avant 
retape de solidarisation avec le substrat poignee. 
[0026] Le clivage permet ainsi d'eiiminer la partie 
massive du substrat poignee. II ne reste sur la deuxieme 
face de la couche mince que la couche superficietle du 
substrat poignee. Cette couche superficielle, tres fine, 
peut, dans certains cas, etre laissee en place sur la cou- 
che mince. Elle peut jouer alors le rdle d'une couche de 
passivation de la couche mince, par exemple. 
[0027] II est possible aussi d'eiiminer la couche su- 
perficielle par gravure ou loule autre technique adaptee. 
[0028] Ainsi, grace au precede de I'invention, la cou- 
che mince ne subit pas de contrainte importante. En par- 
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ticulier. elte ne subit pas ies contraintes d'un traitement 
d'abrasion m6canique. 

[0029] La solidarisation entre la coucbe mince et le 
substrat poign^e. de meme que la solidarisation de la 
couche mince sur le substrat final peuvent etre r^alis^s 
soit par un collage adh^sif utilisant une colle, soit par un 
collage direct, c*est-^*dire sans compost adh^sif. Ces 
operations sont expliqu^es plus en detail dans la suite 
de la description. 

[0030] Selon un autre aspect de Tinvention, Telimina- 
tion du substrat initial peut se fa ire par detachement de 
ce substrat de la couche mince ou par deslmction du 
substrat. 

[0031] D'autres caracteristiques et avantages de la 
pr^sente invention ressortlront mieux de la description 

qui va suivre, en reference aux figures des dessins an- 
nexes, donnee a titre purement, illustratif el non limitatif . 

Breve description des figures 

[0032] 

Ies figures 1^5 sent des coupes sch§matiques de 
structures comprenant une couche mince et illus- 
trenl diff^rentes §tapes d'un proc^d^ connu de 
transfer! d'une couche mince d*un substrat initial 
vers un substrat final, 

la figure 6A est une coupe schema tique d'un subs- 
trat dit substrat poign^ tel qu'utilise dans le proce- 
d6 de {'invention, 

la figure 68 est une coupe schema tique d'une struc- 
ture comportant le substrat initial et une couche 
mince, telle qu'utilisee dans le proc^d^ de Tinven- 
tion. et 

Ies figures 7 ^ 10 sont des coupes schemaliques 
de structures comportant la couche mince et illus- 
Irant des etapes du procede de rinvenlion. 

Expose de modes de mise en oeuvre de invention 

[0033] Des elements des figures 6A, 6B et 7 a 10. 
identiques ou similaires a des elements des figures 1 a 
5, portent, dans la suite de la description, des references 
identiques auxquelles on a ajoute la valeur 100. 
[0034] Comme le montre la figure 6A, le substrat poi- 
gnee 120 utilise dans le proc^6 de I'invention pr6sente 
une partie massive 122 et une couche superficielle 124. 
La partie massive et la couche superficielle sont s6pa- 
rees par une zone de clivage 126. 
[0035] La zone de clivage est obtenue, par exempfe, 
par implantation ^ travers une face 128 du substrat 120 
d'ions hydrogene a une dose superieure a 
3.10^^cm-2 et une energie inferieure a 50 keV. Ces ions 
implanles ferment, a la profondeur moyenne de pene- 
tration des ions, une couche de microbulles gazeuses 
qui definit la zone de clivage 126, 
[0036] Lorsque le substrat poignee 120 est en sili- 
cium, avec Ies valeurs indiquees pour la dose et r§ner- 



gie d'implantation, la zone de clivage est situee a une 
profondeur de I'ordre de 0,5 \im de la face 128 du subs- 
trat. Ceci correspond done ^ Tepaisseur de la couche 
superficielle 124. 
5 [0037] Pour ta realisation d'une zone de clivage par 
implantation ionique d'ions de gaz rare ou d*hydrogene. 
dans un substrat, on peut se reporter au document (2) 
dont la r§f^ence est indiqu6e ^ la fin de la pr^nte 
description. 

10 [0033] La figure 6B.montre le substrat initial 1 1 0 et la 
couche mince. Elle est semblable a la figure 1 deja de- 
crite. La couche mince pr^sente une premiere face 114 
sotidaire du substrat et une deuxieme face 116. libre. 
[0039] La structure fonn^e du substrat initial 110 et 

^5 de la couche mince peut etre une structure de type SOI 
(silicium sur isolant). Elle compbrte alors une fine cou- 
che de silicium contenant 6ventuellement des circuits 
integres et fomiant ladite couche mince, une couche 
d'oxyde de silicium que Ton peut considdrer comme fai- 

20 sant partie egalement de la couche mince, et une partie 
massive de silicium qui const) tue le substrat initial. 
[0040] La figure 7 illustre I'^tape de solidarisation du 
substrat poignee 120 sur la staicture comprenant le 
substrat initial 110 et la couche mince 112. 

25 [0041] La couche superficielle 1 24 du substrat 120 est 
collee sur la face 116 de la couche mince. 
[0042] Le collage peut etre adhesif, c'est-a-dire un 
collage par rinterm6diaire d'une colle d'un type resistant 
a des temperatures elev6es. 

30 [0043] Le collage peut aussi etre direct. Dans ce cas, 
on effeclue une preparation des faces 116 et 128 par 
polissage mecanochimique et/ou nettoyage chimique. 
[0044] Les surfaces ainsi pr6pan§es sont mises en 
contact et la structure obtenue est recuite sous atmos- 

35 phdre d'azote. 

[0045] La temperature du recuit est choisie de fagon 
a obtenir une bonne tenue mecanique de I'ensemble for- 
me par le substrat poignee et la couche mince. Elle est 
toutefois choisie suffisamment basse pour ne pas d6- 

40 grader d'^ventuels circuits int6gr6s formes dans la cou- 
che mince. Par exemple, si la couche mince contient 
des parties conductrices en aluminium, il convient que 
la temperature de recuit n'excede pas 450°C. 
[0046] De la meme fagon, il convient de choisir la terrv 

45 perature de recuit de telle fagon qu*el le ne provoque pas 
un clivage premature du substrat poignee 120. A titre 
d'exemple, le recuit est realise a une temperature de 
I'ordre de 350°C. 

[0047] Une etape suivante du procede est Telimina- 
50 tion du substrat Initial. Elle est illustree par ta figure 8. 

[0048] Plusieurs possibilites de mise en oeuvre de 

I'invention peuvent etre envisagees pour cette etape. 

[0049] Lorsque la solidarisation du substrat poignee 

avec ta couche mince est realisee avec une energie de 
55 liaison superieure ^ I'energie de liaison entre la couche 

mince et le substrat initial, on peut detadier le substrat 

initial par arrachement. 

[0050] A cet effet, on exerce sur le substrat initial et 
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le substrat poign^ des forces de traction oppos^es ap- 
tes a provoquer un arrachemeni du substrat initial selon 
la premiere face de la couche mince. 
[0051] Selon une variante de mise en oeuvre de Tin- 
vention, on peut pr^voir dans le substrat initial, une cou- 
che de nnateriau sacrifideL Cette couche est de pr§f§- 
rence prevue sur la face du substrat initial en contact 
avec la premidre face 114 de la couche mince, c'est-a- 
dire a I'inlerface substrat initial-couche mince. 
[0052] L'^limination par voie chimique de cette cou- 
che sacrifictelle pemiet de lib^rer le substrat initial qui 
peut evenluellement etre reutilise. On peut a ce sujet se 
reporter au document (3) dont la reference est indiquee 
a la fin de la presente description. 
[0053] Selon une autre variante, le substrat initial peut 
aussi etre totalement detruit par abrasion mecanique, 
par attaque chimique ou encore par combinaison de ces 
deux moyens. 

[0054] A titre d'exemple, lorsque le substrat initial est 
du type silicium sur isolant, son elimination comporte 
une abrasion m^canique, c'est-a-dire un rodage ou une 
rectification de la partie massive de silicium. Ensuite. 
une attaque chimique par TMAH (Tetra Methyl Ammo- 
nium Hydroxyde) permet d'^liminer I'epaisseur reslante 
de silicium qui est de Tordre de quelques dizaines de 
microns. Lots de cette attaque chimique, la couche 
d'oxyde de silicium de la structure SOI sert de couche 
d'arret de gravure. 

[0055] La figure 9 montre la structure obtenue apres 
solidarisatton de la premiere face 114 de la couche min- 
ce avec la face superficielle 134 du substrat final 13!2. 
Le substrat final 132 est par exemple une plaque de ver- 
re. De meme que pour la solidarisation du substrat poi- 
gn6e sur la couche mince, il est possible pour la solida- 
risation avec le substrat final de realiser soit un collage 
adh^if avec de la colle soit un collage direct. 
[0056] Le collage direct comporte la preparation des 
faces 114 et 134 par polissage mecanochimique et/ou 
neltoyage chimique, la mise en contact de ces surfaces 
et, eventuellement un recuit sous atmosphere d'azote 
de la structure ainsi obtenue. 

[0057] Le recuit, effectu§ a une temperature de I'ordre 
de 350°C, permet d*ameliorer {'adherence. 
[0058] Une etape suivante du precede de I'invention 
est i'elimination dii substrat poignee qui s'effectue par 
clivage dans la zone de divage 126 (voir figure 6A). 
[0059] Le clivage du substrat poignee est provoqu^ 
par un traitement thermique. Ce traitement thermique 
provoque par un effet de rearrangement cristallin dans 
le substrat poignee et par un effet de pression dans la 
couche de microtxjiles gazeuses une separation de la 
partie massive de la couche superficielle. On obtient 
ainsi la structure representee ^ la figure 10 ou seule la 
couche superficielle 124 du substrat poignee reste sur 
la face 116 de la couche mince. 
[0060] Le traitement thermique peut etre commun 
avec le recuit correspondant au collage de la couche 
mince sur le substrat final. 



[0061] Les conditions du traitement thermique et/ou 

du recuit de collage, c'esl-a-dire leur temperature et leur 
duree sent choisies suffisantes pour provoquer le cliva- 
ge et obtenir une bonne tenue mecanique de la couche 
5 mince isur le substrat final. 

[0062] La temperature est cholsie cependant suffh 
samment basse pour ne pas degrader d'eventuels cir- 
cuits ou dispositifs electroniques form6s dans la couche 
mince. 

10 [0063] A titre d'exemple. le traitement themriique peut 
etre effectue d 450*'C pendant 30 minutes. 
[0064] Le clivage peut etre complete par une etape 
de gravure pour eiiminer la couche superficielle 1 24 res- 
tant sur la couche mince. Elle peut par exemple etre eii- 

^5 minee par une attaque chimique TMAH. 

[0065] La couche 124 peut aussi, dans certains cas, 
etre preservee comma une couche de passivation de la 
couche mince. 

20 DOCUMENTS CITES DANS LA PRESENTE DEMAN- 
DE 

[0066] 

25 1 ) Evaluation of cubic (cumulatively bonded IC) de- 
vices de Y. HAYASHI, 9th Symposium on future 
electron devices, November 14-15. 1990. pages 

267-272 

30 2) FR-A-2 681 472 

3) FR-A-2 715 503 

4) US-A-5 362 682 

35 

Revendications 

1 . Precede de transfert d'une couche mince (112) d'un 
"fo substrat initial (110) sur un substrat final (132) par 
un substrat (120) dit substrat poignee, la couche 
mince presentant une premiere face (114) solidaire 
du substrat initial (1 1 0) et une deuxieme face (116), 
opposee, libre, caracterise en ce qull comporte 
^5 les etapes successives suivantes : 

solidarisation de la couche mince par sa face 
libre (116), avec une couche superficielle (124) 
du substrat poignee (120). la couche superfi- 
50 cielle (1 24) du substrat poignee etant solidaire 

d'une partie massive (122) du substrat poignee 
(120) par I'intermediaire d'une zone de clivage 
(126) formee par une couche de microbulles 
gazeuses, 

55 - elimination du substrat initial (110), 

solidarisation de la premiere face (114) de la 
couche mince (112) avec une face (134) du 
substrat final (132). 
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ciivage du substrat poign^e (1 20) selon la cou- 
che de mtcrobulles gazeuses (126). 

2. Precede selon la revendication 1 , caracterise en 

ce que la couche de microbulies gazeuses est ob- 5 
tenue par una implantation de gaz rares ou d*hydro- 
gene dans le substrat poignee. 

3. Proc6de selon la revendication 1. caracterise en 
ce qu*on ^limine en outre la couche supedicielle 
(124) du sut>strat poignee restant en contact avec 
la deuxieme face (116) de la couche mince (112) 
aprfes ciivage. 

4. Proced§ selon la revendication 1, caracterise en ^5 
ce qu'on ^limine le substrat initial (110) par au 
moins un moyen choisi parmi {'abrasion m^canique 

et I'attaque chimrque. 

5. Proced^ selon la revendication 4, caracterise en 20 
ce qu'on utilise un substrat initial (110) en silicium. 
relie a la couche mince (112) par I'intermediaire 
d'une couche d'oxyde de silicium et en ce qu'on eli- 
mine le sut)strat initial (110) successivement par : 

25 

une abrasion m§canique, et 

une attaque chlmtque avec arret sur la couche 

dbxyde de silicium. 

6. Procede selon la revendication 1, caracterise en 30 
ce qu'on ^limine le substrat initial (110) en le d6ta- 
chant de la couche mince (112) selon sa premiere 
face (114). 

7. Procede selon la revendication 6, caracterise en 35 
ce qu'on detache le substrat initial (110) en exer- 
gant sur le substrat initial et le substrat poignee 
(120) des forces de traction opposees aptes a pro- 
voquer un arrachement du substrat initial selon la 
premiere face (114) de la couche mince (112). 4o 

8. Procede selon la revendication 6, caracterise en 
ce qu'on detache le substrat initial (110) par Elimi- 
nation d'une couche sacrificielle de surface du 
substrat initial, en contact avec la premiere face de 45 
la couche n^nce. 

9. Proc^d selon la revendication 1, caracterise en 

ce que la solidarisation de la couche mince (112) 
sur le substrat poignee (120) comporte : 50 

le polissage m^canochlmique el/ou le nettoya- 
ge chimique de la deuxieme face (116) de la 
couche mince (112). 

le polissage mecanochimique et/ou nettoyage 55 
chimique d*une face (128) de la couche super- 
ficielie (124) du substrat poign^ (120), 
- mise en contact de la deuxieme face (116) de 



la couche mince (112) et de la face (128) de la 
couche superficielle (124) du substrat poignee, 
recuit de la structure ainsi oblenue a une tem- 
perature telle que le recuit ne provoque pas un 
ciivage premature du substrat poign^. 

10. Procede selon la revendication 1, caracterise en 
ce que la solidarisation de la couche mince (112) 
sur le substrat final (132) comporte : 

le polissage mecanochimique et/ou le nettoya- 
ge chimique de la premiere face (114) de la 
couche mince (112) et de ladite face (134) du 
substrat final (132), 
- la mise en contact desdites faces (114, 134). 
le recuit de la structure ainsi obtenue. 

11. Procede selon la revendication 9 ou 10, caracteri- 
se en ce que le recuit est effectu§ § une tempera- 
ture de Tordre de 350°C. 

12. Procede selon la revendication 1, caracterise en 
ce qu*au moins Tune des solidarisations de la cou- 
che mince (112) sur le substrat poignee (120) et de 
la couche mince (112) sur le substrat final (132) est 
un collage adh^sif utilisant une colle. 

13. Procede selon la revendication 1, caracterise en 
ce que le ciivage comprend un trailement thermi- 
que pour provoquer une separation de la partie 
massive (122) et de couche superficielle (124) du 
substrat poignee (120) selon la couche de micro- 
bulies formant la zone de ciivage (126). 

14. Procede selon la revendication 10 et la revendica- 
tion 13, caracterise en ce que le recuit de Tetape 
de solidarisation de la couche mince (112) sur le 
substrat final (132) comprend ledit traitement ther- 
mique de ciivage. 



Patentanspruche 

1. Verfahren zum Transportieren einer dunnen 
Schicht (112) von einem Anfangssubstrat (110) auf 
ein Endsubstrat (132) mittels eines GrifT-Substrat 
genannten Subslrats (120), wobei die dunne 
Schicht eine ersle Flache (114), fast verbunden mit 
dem Anfangssubstrat (110). und eine zweite, ent- 
gegengesetzte, freie Flache (116) aufweist. 
dadurch gekennzeichnet, dass es die folgenden 
Schritte umfasst: 

Herstellen einer Verbindung der freien Flache 
(116) der dunnen Schicht mit einer Oberfla- 
chenschicht (124) des Griff-Substrats (120), 
wobei die Oberflachenschicht (124) des Griffs- 
ubstrats durch eine Spallungszone (126). ge- 
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bildet durch eine Mikrogasblasen-Schicht, mit 
einem massiven Teil (122) des Griffsubstrats 
(120) verbunden Ist, 
Eliminieren des Anfangssubslrats (110), 
Herstellen der Verblndung zwischen der erslen 5 
Flache (114) derdunnen Schichl (112) und ei- 
ner Flache (134) des Endsubslrals (132), 
- Spalten des Griff-Substrats (120) entspre- 
chend der Mtkrogasbiasen-Schicht (126). 

10 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn* 
zeichnet, dass die Mikrogasblasenschicht in dem 
Griff-Substrat durch eine Edelgas- oder Wasser- 
stoff-lmplantation erzeugt wird. 

15 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass man au&erdenn die Oberflachen- 
schicht (1 24) des Griff-Substrats, die nach der Spal- 
tung in Kontakt bleibt mil der zweiten Flache (116) 
der dunnen Schicht (112), eliminiert. 20 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass man das Anfangssubstrat (110) 
durch wenigstens ein Mittel eliminiert, ausgewahit 
zwischen mechanischem Abschlelfen und chemi- 25 
schem Angriff. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn* 
zeichnet, dass man ein Anfangssubstrat (110) aus 
Silicium verwendet, mit der dunnen Schicht (112) 30 
durch eine Siliciumdioxidschicht verbunden, und 
dadurch, dass man das Anfangssubstrat (110) suk- 
zessive eliminiert durch: 

ein mechanisches Abschleifen, und 35 
einen chemischen Angriff mit Stopp auf der Si- 
liciumdioxidschicht. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass man das Anfangssubstrat (110) eli- 
miniert, indem man es von derdunnen Schicht (112) 
von deren ersten Flache (114) ablost. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass man das Anfangssubstrat (11 0) ab- 45 
lost, indem man auf das Anfangssut)strat (110) und 
das GrifT-Substrat (120) ausreichend groBe entge- 
gengesetzte Zugkrafte ausubt. um das Anfangs- 
substrat von der ersten Flache (114) der dunnen 
Schicht (112) wegzureiBen. so 

8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zelchnet dass man das Anfangssubstrat (110) at)- 

lost durch Eliminieren einer Oberflachenopfer- 
schicht des Anfangssut>strats. in Kontakt mit der er- 55 
sten Flache der dunnen Schicht. 

9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 



zeichnet, dass die Herstellung der Verbindung zwi- 
schen der dunnen Schicht (112) und dem Griff-Sub- 
strat (120) umfassl: 

mechanisch-chemisches Polieren und/oder 
chemisches Relnigen der zweiten Flache (116) 
der dunnen Schicht (112). 
mechanisch-chemisches Polieren und/oder 
chemisches Reinigen einer Flache (128) der 
Oberflachenschicht (124) des Griff-Substrats 
(120). 

Herstellen des Kontakts zwischen der zweiten 
Flache (116) derdunnen Schicht (112) und der 
Flache (128) der Oberflachenschicht (124) des 
Griff-Substrats, 

Tempern der so erhaltenen Struktur mit einer 
solchen Temperatur, dass das Tempern keine 
vorzeitige Spaltung des Griff-Substrats verur- 
sacht. 

10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Herstellung der Verbindung zwi- 
schen der dunnen Schteht (112) und dem Endsub- 
strat(132) umfassfc 

mechanisch-chemisches Polieren und/oder 
chemisches Reinigen der ersten Flache (114) 
der dunnen Schichl (112) und der genannten 
Flache (134) des Endsubstrats (132), 
Herstellen des Kontakts zwischen den genann- 
ten Flachen (114. 134). 
Tempern der so erhaltenen Struktur. 

11. Verfahren nach Anspmch 9 oder 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Tempern bei einer Tem- 
peratur In der GroRenordnung von 350° erfolgt. 

12. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass wenigstens eine der Verbindungs- 
herstellungen zwischen der dunnen Schicht (112) 
und dem Griff-Substrat (120) und der dunnen 
Schicht (112) und dem Endsubstral (132) eine Ad- 
hasionsklebung ist. bei der ein Kleb»stoff verwendet 
wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Spaltung eine thermische Be- 
handlung oder Warmebehandlung umfasst. um ei- 
ne Trennung des massiven Teils (122) und der 
Oberflachenschicht (124) von dem Griff-Sul)strat 
(120) entsprechend der Mikroblasenschicht zu be^ 
wirken, die die Spaltungszone (126) bildet. 

14. Verfahren nach Anspmch 10 und Anspruch 13, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Tempern des 
Schritts der Verbindungsherstellung zwischen der 
dunnen Schicht (112) und dem Endsubstrat (132) 
die genannte Spaltungs-Warmebehandlung um- 
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Claims 

5 

1. Process for transferring a thin film (112) from an in- 
itial substrate (110) onto a final substrate (132) by 
a substrate (120) referred to as handle substrate, 
the thin film having a first face (114) joined to the 
initial substrate (110) and a second, opposite, free io 
face (116), characterized in that it compnses the 
folbwing successive stages: 

- joining of the thin film by its free face (116) with 

a superficial film (124) of the handle substrate 15 
(120), the superficial film (124) of the handle 
substrate being joined to a solid part (122) of 
the handle substrate (120) by the intermediary 
of a cleavage zone (126) fomied by a gaseous 
microbubble layer, 20 
elimination of the inifial substrate (110), 

- joining of the first face ( 1 1 4) of the thin film (1 1 2) 
with a face (134) of the final substrate (132), 
cleavage of the handle substrate (120) along 

the gaseous microbubble layer (126). 25 

2. Process according to claim 1, characterized in 
that the gaseous microbubble layer is obtained by 
the implantation of rare gases or hydrogen in the 
handle sutjslrate. 30 

3. Process according to claim 1, characterized in 
that elimination also takes place of the surface layer 
(125) of the handle substrate remaining in contact 
with the second face (116) of the thin film (112) after 35 
cleaving. 

4. Process according to claim 1, characterized in 
that the initial substrate (110) is eliminated by at 
least one nneans chosen from among mechanical 40 
abrasion and chemical etching. 

5. Process according to claim 4, characterized in 
that use is made of an initial silicon substrate (110) 
connected to the thin film (12) by a silicon oxide film 45 
and in that the initial substrate ( 11 0) is successively 
eliminated by mechanical abrasion and chemical 
etching with stoppage on the silicon oxide film. 

6. Process according to claim 1, characterized in 50 
that the initial substrate (110) is eliminated by de- 
taching it from the film thin (112) along its first face 
(114). 



tearing of the initial substrate along the first face 
(114) of the thin film (112). 

8. Process according to daim 6, characterized in 
that the initial substrate (110) is detached by the 
elimination of a sacrificial surface film of the initial 
substrate in contact with the first face of the thin film. 

9. Process according , to claim 1. characterized in 
that the joining of the thin film (112) to the handle 
substrate (120) involves mechanochemical polish- 
ing and/or chemical cleaning of the second face 
(116) of the thin film (112), mechanochemical pol- 
ishing and/or chemical cleaning of one face (128) 
of the surface film (112) of the handle substrate 
(120), contacting the second face (116) of the thin 
film (112) and the face (128) of the surface film (1 24) 
of the handle substrate and annealing the thus ob- 
tained stmcture at a temperature that annealing 
does not bring about a premature cleaving of the 
handle substrate. 

10. Process according to claim 1, characterized in 
that the joining of the film thin (112) to the final sub- 
strate (132) involves mechanochemical polishing 
and/or chemical cleaning of the first face (114) of 
the thin film (112) and said face (134) of the final 
substrate (132), the contacting of said faces (114, 
134) and the annealing of the thus obtained struc- 
tures. 

11. Process according to claim 9 or 10, characterized 
in that annealing takes place at a temperature of 
approximately 350°C. 

12. Process according to claim 1, characterized in 
that at least one of the joinings of the thin film (112) 
to the handle substrate (120) and the thin film (112) 
to the final substrate (132) is an adhesive attach- 
ment using a glue. 

13. Process according to claim 1, characterized in 
that cleaving comprises a heat treatment in order 
to bring about a separation of the solid part (122) 
and the surface film (124) of the handle substrate 
(120) along a microbubble layer forming the cleav- 
ing zone (126). 

14. Process according to claims 10 and 13, character- 
ized in that the annealing of the stage of joining the 
thin film (112) to the final substrate (132) comprises 
said cleaving heat treatment. 



Process according to claim 6, characterized in 55 
that the initial substrate (110) is detached by exert- 
ing on said initial substrate and the handle substrate 
(120) opposing tensile forces able to bring about a 
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